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1. はじめに 

チップ内光集積回路(OEIC)の実現に向け、Siプ

ラットフォーム上の発光デバイスとして Geが注

目されている。Geは、引っ張り歪みの導入、及び

n 型ドーピングにより発光効率の向上が報告され

ている。 

本研究では、貼り合わせ法を用い n型ドープ引

っ張り歪み Ge-on-Insulator (GOI)を作製し、室温下

での Photoluminescence (PL)特性評価を行ったの

で報告する。 

2. 実験方法 

 固体ソースMBEにより、Si(100)基板上に 2段

階成長法を用い Ge-on-Si (GOS)を作製した。初め

に、350 ℃で 40 nm、次に 600 ℃で 1 μm成長し、

800 ℃で 30分間真空アニールを行った。室温へ

の降温時に、Siと Geの熱膨張係数の差により Ge

層には引っ張り歪みが導入される。GOIは直接張

り合わせ法を用い作製した。初めに良好な張り合

わせのためにCMPによってGe表面を平坦化した

[1]。平坦後、熱酸化によって作製した SiO2/Si基

板への貼り合わせと、KOH を用いた選択エッチン

グ、最終 CMPによりGOI構造を作製した(図 1)。

その後、Spin-on-dopant (SOD)による P（リン）ド

ーピングを行った。P を内部拡散、および活性化

のため 800 ℃で 30秒間急速加熱を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 結果及び考察 

作製した GOIのラマンスペクトルを図 2に示 

す。GOI層には 0.16%の引っ張り歪みが導入され

ていることが確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3に、Ge 基板、歪み GOS、歪み GOI、n型ド

ープ歪み GOI の室温での PL スペクトルを示す。

1.4~1.65 μmの範囲で直接遷移が寄与する発光が

確認できる。歪みGOIと歪みGOSを比較すると、

発光強度が 4倍程度増加しており、GOI構造にす

ることで光閉じ込め効果が増大したことによる

と考えられる。さらに、n型ドープ歪み GOIにす

ることで発光強度が 10倍以上増大していること

が観測できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本結果より、引っ張り歪み GOI構造、及び n型

ドープを組み合わせることによって、Si上に高い

発光強度を持つ、発光デバイスの実現が期待でき

る。 
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図 1 GOI作製プロセスと GOIの SEM像 
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図 2 歪み GOIのラマンスペクトル 
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図 3 n型ドープ歪み GOI、ノンドープ GOI、 

ノンドープ歪み GOS の PLスペクトル 
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